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Курс

Семестр

Виды занятий

Самостоятельная работа (академ. часов) З24

Всего (академ. часов) З24

Вид промежуточной аттестации

Государственный экзамен

Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно- квалификацион-

ной работы (диссертации)

Рабочая программа государственной итоговой аттестации рассмотрена и

одобрена на заседании кафедры МНЭ 2З.01.20|7 , протокол J\Ъ 1.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена учебно-методической комис-

сией факультета электроники 21.0|.20|7 , протокол J\& 1.
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АННОТАЦИЯ

госудАрствЕннной итоговой дттЕстАции

Госуларственная итоговая аттестация включает в себя государственный

экзамен и представление научного доклада об основных результатах

подготовленной

Госуларственная

научно-квалификационной работы (диссертации).

итоговая аттестация является заключительным этапом

освоения основной профессиональной образовательной программы.

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям

стандарта.

SUMMARY

STATE FINAL BXAMII\ATIOI\

The state final attestation includes the state examination and defense of the

scientific-qualification work. The State final attestation is the last mastering stage of

the basic professional educational рrоgrаm.

The training level of graduates fоr регfоrrпапсе оf their pгofessional tasks and

compliance оf their training with the requirements of the State Standard аrе assessed

in the соutsе of the state final attestation.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕНННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Основной целью государственной итоговой аттестации является оценка

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению

профессион€lJIьных задач и соответствия его подготовки требованиям стандар-

та.

Государственный экзамен демонстрирует уровень теоретической подго-

товки выпускника.

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квыIификационной работы (диссертации) демонстрирует уровень

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятель-

ности.

Перечень компетенций, в формировании которых участвует государст-

венная итоговая аттестация, приведен в матрице компетенций, прилагаемой к

ооп.
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мЕсто госудАрствЕннной итоговой дттЕстАции

В СТРУКТУРЕ ООП

Госуларственная итоговая аттестация осуществляется после освоения об-

разовательной программы в полном объеме и имеет целью закрепление про-

сРессиональных знаний и практических навыков ведения самостоятельной на-

учно-исследовательской, производственно-технологической и организационно-

управленческой работы, полученных аспирантами в процессе обучения.

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению

профессиональных задач и соответствия его rrодготовки требованиям

стандарта.



содЕржАниЕ госудАрствЕннной итоговой дттЕстАции

Государственная итоговая аттестация осушествляется в соответствии с

<Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), программ ординатуры,

программ ассистентуры-стажировки)), утвержденным Приказом Минобрнауки

России от 1В марта 2016 г J\b 227.

К госуларственной итоговой аттестации допускается аспирант, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный

план или индивиду€Lльный учебный план по соответствующей образовательной

программе высшего образования.

Госуларственный экзамен проводится как междисциплинарный или по

отдельным дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее

значение для профессиональной деятельности выпускников (перечень вопросов

к государственному экзамену - приложение 1). Перед проведением государст-

венного экзамена проводится консультирование аспирантов по вопросам,

включенным в программу экзамена (предэкзаменационная консультация). Со-

став государственной экзаменационной комиссии и lrорядок ее работы опреде-

ляются <Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), программ ординату-

ры, программ ассистентуры-стажировки>>. Государственный экзамен проводит-

ся устно.

Результаты государственного экзамена определяются оценками ((отлич-

но)), (хорошо), (удовлетворительно)), ((неудовлетворительно>. Оценки ((отлич-

но)), ((хорошо)), (удовлетворительно) означают успешное прохождение ГОСУ-

дарственного аттестационного испытания. Результаты ГосУДарсТвенного ЭКЗа-

мена объявляются в день его проведения.
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Научно-квалификационная работа (НКР) представляет собой логиче-

ски завершённую разработку, нагIравленную на решение задачи в соответствии

с видами профессиональной деятельности, определёнными ФГОС ВО, обла-

дающую внутренним единством составных элементов. Она может иметь ком-

плексный характер, сочетающий в себе особенности, характерные для различ-

ных видов деятельности, и должна продемонстрировать готовность выпускника

к самостоятельному решению профессиональных задач.

Тематика НКР должна соответствовать специфике подготовки, быть ак-

туальной, отвечать современному состоянию науки, техники и технологий. Те-

ма НКР определяется выпускающей кафедрой.

НКР основывается на результатах, полученных в период обучения по об-

разовательной программе.

Правила оформления доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы <Требованиями к оформJIению доклада об

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы>>,

принятыми в СПбГЭТУ.

Аспирант несёт личную ответственность за достоверность полученных

им результатов и выполнение сроков к€Lлендарного плана.

При представлении доклада об основных результатах подготовленной

НКР аспирант должен показать глубокие знания проблематики, самостоятель-

ность и оригинальность мышления, навыки ведения дискуссии, изложения и

защиты своей точки зрения, умение мобилизовать имеющиеся знания при об-

суждении актуальных проблем, связанных с темой НКР.

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной НКР оценивается Государственной экзаменационноЙ комиссиеЙ с учетом

мнения научного руководителя и рецензента по следующим параметрам: со-

держание и оформление работы; уровень доклада; последовательность работы

над НКР.Для оценки содержания необходимо учитывать: соответствие работы

требованиям ФГОС ВО, полноту охвата исследуемой проблемы, глубину ана-

лиза и умение методически грамотно выносить на защиту материалы НКР. Ре-
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зультаты представления доклада об основных результатах подготовленноЙ НКР

определяются оценками (отлично>, (хорошо)), (удовлетворительно>), (неудов-

летворительно>>. Оценки (отлично>), (хорошо>, (удовлетворительно) означают

успешное представление доклада об основных результатах подготовленной

нкр.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки

Российской Федерации,



УЧВБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

итоговой дттЕстАции

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для проведения государственной итоговой атгестации

J\ъ
Название,

библиографическое описание
Семестр

К-во экз.
в библ.

(на каф.)
Основная литература

1
Ссновы наноэлектроники / В.П. Щрагунов, И.Г. Не-
известный, В.А. Гридчин. -М.: Логос.2006. -496 с.

8 10

2
А.Я. ТТТик, Л.Г. Бакуева, С.Ф. Мусихин. Физика
низкоразмерных систем. Уч. Пособие -СПб.: Наука.
2001 г. -160 с.

в 35

з

Жабрев В.А. Основы субмикронной технологии:

учеб. пособие / В.А.}Кабрев, В.И.Марголин,
В.А.Мошников ; - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭ-
ТИ",2001.-115с.

в 127

4

Чиркин Л.К. Физические основы микроэлектрони-
ки: учеб. пособие / Л.К.Чиркин, А.П.Андреев,
Н.А.Ганенков ; - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ".
2001. - 120 с.

8 921

5
Александров О.В. Технологические процессы изго-
говления СБИС - СПб: Изд. ЛЭТИ,2005 г.

8 аaJJ

Щополнительная литература

1

Нанотехнология: Физика, процессы, диагностика.
приборы / Под. Ред. Лучинина В.В. и Таирова Ю.М
- М., Физматлит,2006 r. - 552 с.

8 50

2
Л.Е,. Воробьев, Е.Л. Ивченко, Д.А. Фирсов, В.А.
Шалыгин. Оптические свойства наноструктур. Уч,
Пособие - СПб: Изд-во Наука, 2001 г, - 1В8 с

8 30

Зав. отделом учебтлрй литературы Т.В. Киселева
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>>, используемых для государственной итоговой аттестации

Информационные технологии (операционные системы, программное

обеспечение общего и специализированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и матери€tльно-техническая база, используемые

при государственной итоговой аттестации, соответствуют требованиям феде-

раJIьного государственного образовательного стандарта высшего образования.

м Электlэонный адрес

1

http ://l i bgost. ru/gost/2 5 - GO S Т _7 _З 2 _200 l . htrnl
ГОСТ 7.З2-200| Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и

правила оформления.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик

к.ф.-м.н., доцент

рецензент

к.т.н., доцент

Зав. каф. МНЭ

д.т.н., проф.

Щекан ФЭЛ

д.ф.-м.н., проф.

согласовано

Председатель УМК ФЭЛ

к.ф.-м.н., доц.

начальник Мо

д.т.н., проф.

Заведующий ОДА

к.ф.-м.н.

Лучинин В.В.

Тарасов С.А.

Соломонов А. В.

Александрова О.А.

Грязнов А.Ю.

Кучерова О.В.
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Прилоrкение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Нормативные основы педагогики высшего образования в России.

2. Учебно-методическое обеспечение процесса обучения в вузе.

3. Проблемы формирования социальной, личностной и профессиональ-

ной компетентности булущих специалистов.

4. Структура и организация учебного процессав ВУЗе.

5. Структура и виды вузовской лекции.

6. Разновидности семинарских занятий в высшей школе.

7 . Технологии дистанционного обучения.

8. Интерактивные образовательные технологии.

9. Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя.

10.Задачи педагогического контроля и оценки сформированности компе-

тенций у обучающихся.

1 1.Классификация элементов и приборов наноэлектроники.

12.Важнейшие эффекты и процессы, проявляющиеся в элементах нано-

электроники.

1 3.Размерные эффекты. Эффекты масштабирования.

1 4.Физические ограничения наноэлектроники.

1 5.Фундаментальные ограничения на миниатюризацию элементов микро-

электроники и наноэлектроники.

1 6.Щвумерный электронный газ.

1 7.Квантовые ямы, периодические квантовые ямы.

18.Полупроводниковые сверхрешетки, сверхрешётки полупроводник-

диэлектрик, напряжённые сверхрешётки.

19.Квантовые нити (проволоки). Вискеры. Квантовые точки.

20.Элементы на основе гетеропереходов.

21.Гетеротранзисторы на основе одинарного и множественных гетеропе-

реходов.
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22.Характеристики и параметры биполярных гетеротранзисторов.

2З.Быстродействие гетеротранзисторов.

24.Гетеротранизисторы на основе твердых растворов, обладающих по-

вышенной подвижностью носителей зарядов.

25.Преимущества и недостатки гетеротранзисторов.

26.Элементы с напряженными полупроводниковыми нанослоями.

27.СВЧ-элементы на основе твердого раствора кремния-германия (SiGe).

28.Транзистор с высокой подвижностью электронов (НЕМТ).

29.НЕМТ, выполненные на основе твердых растворов полупроводнико-

вых соединений.

ЗO.Мощные транзисторы на двумерном электронном газе.

31.НЕМТ, вьlполненные на основе нитрида галлия и алмаза.

З2.Испо льзование в НЕМТ дельта-легир ованных слое в.

33.Элементы на основе фуллеренов и графенов.

34.Графитовые нанотрубки и их применение в наноэлектронике.

3 5.Полимерные нанотранзисторы.

3 6. N'Iикромеханические транзисторы.

устроиства.

37.Элементы наноэлектроники, использующие эффект баллистического

транспорта электронов.

38.Элементы на основе резонансного туннелирования.

3 9.Туннельный транзистор.

40. Одноэлектронный транзистор.

4 1 .Кулоновская блокада.

42.Одноэлектроника.

43.Наноэлектронные ключи.

44. Атомные переключающие

45.Элементы наноэлектроники на основе отдельных атомов и молекул.

46.Спинтроника.

47 .Г иг антское магнитосопротивление.

48.Магнитная память.
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49.Энергонезависимая память на спин-зависимом туннелировании.

5 0. Квантовые компьютеры.

5 1.Принципы организации и функционирования.

52.Кубиты.

5З.Элементы квантовых компьютеров.
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